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Al誘起成長（AIC）とは Al層とアモルファスシリコン（a-Si）層をアニーリングにより層交換

させながら、Siをアモルファス状態から結晶状態へ変化させる手法である [1]。これは、Alと Si

の相互への固溶度の差により起こる現象である。比較的低温での成長が可能であるため、低コス

トでの多結晶 Si（poly-Si）薄膜の作製方法として期待されている。AICについては、Al層の表面

酸化状態[2]や熱処理温度などが作製した結晶の品質に大きく影響を与えることが報告されている

が、結晶成長メカニズムの更なる解析を進めることで、より高品質な poly-Siの作製が可能である

と考えられる。そこで本研究では a-Siの膜厚が、結晶成長メカニズムや結晶品質へ与える影響を

検討した。 

 RFマグネトロンスパッタを用いて、ガラス基板上に Al, a-Si の層を堆積させ a-Si の膜厚が異

なる 2種類の試料（a-Si /Al=65/50 nm, 320 /50 nm）を用意した。Al層表面は a-Siの堆積前に大気

中で 1min 酸化させた。これらの試料を Ar 雰囲気中、500oC においてアニーリングすることで層

交換させた。 

Fig. 1(a), (b) に、各試料における成長途中の poly-Si観察画像を示す。Fig. 1(a) のように異方的

な樹枝状成長をしていた結晶は、a-Si層の厚膜化に伴い Fig. 1(b) のように等方的な成長をするよ

うになった。この成長様式の変化は、Al中の Si原子濃度の変化が原因であると考えられる。成長

過程にある結晶粒は周囲の濃度勾配が場所に寄らずに一定であれば、等方的に成長することを考

慮すると、a-Si層の厚膜化は Al層中への Si原子の安定供給に貢献したと考えられる。Fig. 2(a), (b) 

に各試料の EBSD像を示す。a-Si層の厚膜化に伴い、(001)方向の結晶が増加した。結晶方位は核

形成場所の界面エネルギーに対して安定な方向をとることを考慮すると、a-Si層の厚膜化は poly-

Siの核形成場所にも影響したと考えられる。 
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Fig. 1光学顕微鏡写真 

(a) a-Si /Al=65/50, (b) 320/50 nm 

Fig. 2 EBSD画像 

(a) a-Si /Al=65/50, (b) 320/50 nm 
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